
Abk�urzungen und Formelzeichen

A komplexe �Ubertragungsfunktion eines Verst�arkers

A0 Leerlaufverst�arkung

A1 strahlende Fl�ache

A2 bestrahlte Fl�ache

AD Fl�ache einer Photodiode

b Bildweite

c Lichtgeschwindigkeit

CCD Charge-Coupled Device

CD Sperrschichtkapazit�at einer Photodiode

C 0

D 
�achenbezogene Sperrschichtkapazit�at einer Photodiode

CE Kapazit�at der Leseleitung am Eingang des Ausleseverst�arkers

CF Kapazit�at im Gegenkopplungszweig

CL Lastkapazit�at am Ausgang des Ausleseverst�arkers

CM Miller-Kapazit�at

C 0

ox 
�achenbezogene Kapazit�at des Gateoxids

d1, d2 Tiefen im Material

dI in�nitesimales Fl�achenelement der Bildebene

dO in�nitesimales Fl�achenelement der Objektober
�ache

DL Durchmesser der Eintrittspupille

DRdB Dynamikbereich in dB

Ee Bestrahlungsst�arke

Ee;� spektrale Bestrahlungsst�arke

EI Bestrahlungsst�arke in der Bildebene

EI;� spektrale Bestrahlungsst�arke in der Bildebene

EO Bestrahlungsst�arke an der Objektober
�ache

EO;� spektrale Bestrahlungsst�arke an der Objektober
�ache

Ep Photonenbestrahlungsst�arke

Ep;� spektrale Photonenbestrahlungsst�arke
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Ev Beleuchtungsst�arke

f0 untere Grenzfrequenz des 1/f-Rauschens

f3dB 3dB-Eckfrequenz

f Brennweite einer Linse oder Frequenz

f�aq �aquivalente Rauschbandbreite

g Gegenstandsweite oder di�erentieller Leitwert

g(x) ortsabh�angige Ladungstr�ager-Generationsrate

gb Substratsteilheit

gds Ausgangsleitwert eines MOS-Transistors

gL di�erentieller Leitwert einer Last

gm Transkonduktanz

gmax Transkonduktanz eines MOS-Transistors in S�attigung

gmD Ausgangsleitwert einer Diode

h Plancksches Wirkungsquantum

h(n) eindimensionale ortsdiskrete Impulsantwort

h(n;m) zweidimensionale ortsdiskrete Impulsantwort

H(f), H(z) �Ubertragungsfunktionen

He Bestrahlung

He;� spektrale Bestrahlung

i komplexer Scheitelwertzeiger eines Stromes

i2n mittlerer quadratischer Rauschstrom

i2ne eingangsbezogener mittlerer quadratischer Rauschstrom

Ie Strahlst�arke

Ie;� spektrale Strahlst�arke

Iv Lichtst�arke

Ibias Biasstrom

Id Drainstrom

Idark Dunkelstrom in Sperrichtung

ID Diodenstrom in Flu�richtung

If Drainstrom in Vorw�artsrichtung

Ir Drainstrom in R�uckw�artsrichtung

Imax maximaler Drainstrom in schwacher Inversion

Iph, Iphoto Photostr�ome

Iph;� spektraler Photostrom

Iph;min untere Au
�osungsgrenze f�ur den Photostrom

Iph;max maximal 
ie�ender Photostrom

Isat Drainstrom im S�attigungsbetrieb
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IS Feldstrom in Sperrichtung

j imagin�are Einheit

k Blendenzahl oder Boltzmannkonstante

K Proportionalit�atsfaktor im 1/f-Rauschmodell

Kf Proportionalit�atsfaktor im 1/f-Rauschmodell des MOS-Transistors

Km Maximalwert der absoluten spektralen Emp�ndlichkeit des Auges

L Gatel�ange

Le Strahldichte

LO Strahldichte an der Objektober
�ache

Le;� spektrale Strahldichte

Lv Leuchtdichte

m diskrete Ortskoordinate

M Modulation bzw. Kontrast

Me spezi�sche Ausstrahlung

Me;� spektrale spezi�sche Ausstrahlung

MO;� spektrale spezi�sche Ausstrahlung der Objektober
�ache

MTF Modulations�ubertragungsfunktion

n Weak Inversion Slope Faktor oder diskrete Ortskoordinate

NDe �aquivalente Anzahl von Dekaden

OTF optische Transferfunktion

q Elementarladung

Qe Strahlungsenergie

Qe;� spektrale Strahlungsenergie

Qv Lichtmenge

Q2
n mittlere quadratische Rauschladung

r;R Radien

R� spektrale Responsivit�at

Si(f) spektrale Leistungsdichte eines Rauschstromes

Su(f) spektrale Leistungsdichte einer Rauschspannung

S(�) spektrale Strahlungsdichtefunktion

SNR Signal-Rausch-Abstand

SNRdB Signal-Rausch-Abstand in dB

SNRdB;max maximal erzielbarer Signal-Rausch-Abstand in dB

T Temperatur oder Zeitintervall

Tint Integrationszeit

u komplexer Scheitelwertzeiger einer Spannung

u2n mittlere quadratische Rauschspannung
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U Spannung, h�au�g auch Spannung �uber einer Diode in Flu�richtung

Uds Drain-Source Spannung

UD Di�usionsspannung

Ugs Gate-Source Spannung

Uint die auf der Detektorkapazit�at au�ntegrierte Spannung

Umax maximaler Spannungshub

Uref Referenzspannung

Usb Source-Bulk Spannung

Usperr Sperrspannung �uber einer Diode

Ut Schwellenspannung

UT Temperaturspannung

V (�) spektraler Hellemp�ndlichkeitsgrad (photopische Anpassung)

V 0(�) spektraler Hellemp�ndlichkeitsgrad (skotopische Anpassung)

W Gateweite

z komplexe Frequenzvariable der Z-Transformation

zm, zn komplexe Frequenzvariablen der zweidimensionalen Z-Transformation

� Winkel oder Absorptionskoe�zient oder Exponent im 1/f-Rauschmodell

oder Netzwerkkonstante

� Steilheit eines MOS-Transistors

�1 Neigungswinkel eines Strahlers

�2 Neigungswinkel einer bestrahlten Fl�ache

� Quantenwirkungsgrad

�ext externer Quantenwirkungsgrad


 Substrate�ektkonstante

� Wellenl�ange oder Kanall�angenmodulationsfaktor

� Beweglichkeit der Minorit�aten im Kanal oder diskrete Ortskoordinate

� Frequenz einer Strahlung oder diskrete Ortskoordinate

�x Koordinate der Raumfrequenzebene

! Kreisfrequenz


0 Einheits-Raumwinkel

�e Strahlungs
u�

�e;� spektraler Strahlungs
u�

�v Lichtstrom

�f Fermipotential

 s Ober
�achenpotential

 sl Ober
�achenpotential der MOS-Transistoren in lateraler Richtung

 sn Ober
�achenpotential der MOS-Transistoren in Normalrichtung
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�O;� spektraler Re
exionsgrad der Objektober
�ache

�2� Varianz der Steilheit

�2I Varianz eines Rausch-Stromes

�2N Varianz der Anzahl akkumulierter Photoelektronen

�2U Varianz einer Rausch-Spannung

� Beweglichkeitsreduktionsfaktor

� Zeitkonstante
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